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Abstract of DE1 GDI 7336 

The semiconductor wafer manufacturing method has a number of layers (2,3,4,5,6,7,8) applied to a 
semiconductor substrate (1) by epitaxial deposition, with a carrier substrate applied to the uppermost 
epitaxial layer (8) before removal of the semiconductor substrate. The uppermost epitaxial layer is at 
least partially metallized before attaching to the carrier substrate via an adhesive. An Independent 
claim for a 2-pole light-emitting semiconductor component is also included. 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 



http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DEl 001 7336&F=0 



11/16/2005 




THIS PAGE BLANK (uspto) 



@ BUNDESREPUBLIK © OffenlegungsschriTt 

DEUTSCHLAND - QE 1 00 1 7 336 A 1 




® 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® 



@ Aktenzeichen: 
(§) Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 



lnt.Cl7: 

HOI L33/0a 

H 01 S 5/022 t- 
//F21W 101:12. ^ 



101:14.F21Y 101:02 



100 17 336.5 
7. 4.2000 
18. 10.2001 



CO 
CO 

o 
o 



Ul 

a 



@ Anmelder: 


(72) Erfinder: 


Vishay Semiconductor GmbH, 74072 Heilbronn, DE 


Braun, Matthias, Dipl.-Phys., 74081 Heilbronn, DE 




(g) Entgegenhaltungen: 




DE 199 45 465 Al 




EP 06 16 376A1 




EP ^, 04 34 233 Al 




EP 03 56 037 A2 




JP 8-88410 A (abstract). DOKIDX; In: DEPATIS, 




JPO, 1996; 



W 

a 
o 

-< 



CO 
CO 

o 
o 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder emgereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) verfahren zur Herstellung von strahlungsemittierenden Halbleiter-Wafem 

@ Bel bekannten Verfahren und Anordnungen wird zur Er- 
hohung der Strahiungsleistung das ursprungliche Sub- 
strat am Wafer durch ein Tragersubstrat ersetzt. Die An- 
bringung desTragersubstrats erfolgt bei hohen Tempera- 
turen und/oder hohen Drucken. Dadurch entstehen Span- 
nungen im Wafer, die zu einer schnelleren Degradation 
fuhren konnen. 

Der komplette Wafer inklusive dem ursprunglichen Sub- 
strat wird an der, dem ursprunglichen Substrat gegen- 
tiberliegenden, vorab metallisierten Seite mit einem wei- 
teren Tragersubstrat spannungsfrei verklebt. 
Ein solches Verfahren und die darauf resultierenden An- 
wendungen ermogtichen einen einfachen und kosten- 
gunstigen Aufbau von sehr hellen und flachen strah- 
lungsemittierenden degradatlonsarmen Halbleiterdio- 
- den, insbesondere AllnGaP-Leuchtdloden. die mit hohen 
^ Strdmen bei Tageslichtwendungen, insbesondere ats 
t Bremsleuchten, im Kraftfahrzeugbereich eingesetzt wer- 
den. 
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Beschreibung 

\uTl ^'^^'^"dung bcirim ein Vcrfahren zur Herslel- 
ie^^Ten.rnsp^^rr'''-'^"'^" Ha.blci.er-Wafcn, gen,.6 ^ 
10002] Es sind strahlungsemiliiercnde Dioden (LEDs) be- ' 
kannt. die auf der Basis von AUnGaP mittels MOVPE (Me- 

I eiJen ^^,r"^ "'eiier-Subslrat is, jedoch bei L emi,- 
nerenden Wellenlange absorbierenden und wcist eine .0 
schlechle iJiernHsehe Leitfahigkeit mil \ = 0,54 W/K • cm 

bcnsdauer verstarkt be. Tages^ich^anwendungen, insbeson- 

dere ,n, Kraftfahrzeug, bei den Bremsleucli,en\l ofS^ 

sZlTvJlT 7"uT: "^"^''S' Lich.le.i- .5 

So, Lichtleistungen n,i, herkQnunlicben 

Technolog,en zu erz.elcn. miissen alle Absorptionsursacheo 

von strahlungsemiu.erenden Halbleiter-Wafern zur Zeit 

kann e.n Braggreflektor zwischen Halblei.er-Substrat und 

^hlungsenuttierenden Schichten verwendet werden oder 

aber das absorbierende GaAs-Halbleiter-Substrai S 

foOMl M CJaP-Halbleiier-Substr., ersetzt 

en ?Smi r k'^ d^^^ die verwende- 25 

ten Halbleiter-Substrate sehr teuer sind und nicht immer alle 

S5t rf n"' T "-Weistungsbetrieb erwlirmt sL d" 
LED stark. D,e therm.sche Leitfahigkeit von GaP betrae! 30 
auch nurX = 1,1 W/K • cm. Dadurch wird die LYcSleiS 
teg enz und es kann bei einer zu starken Erwarmung e"nf 
J^ellenlangenverschiebung stattfinden. Auch werden groBe 
Sch.ch,d.cken (ca. 200-300 Km) des GaP-Substrats £ 
hgt. Daher sind gennge Bauhohen nicht realisierbar Durc^ 35 
d^ian? ^'^'"^'"^'^'^^ ''"^^^ auch der thenni^he W- 
[0004] Aus der EP0616376A1 und EP0356037B1 
s.nd Verfahren bekannt, die auf der Oberseite eines Wafen> 
welcher auf seiner Unterseite das ursprungliche SubSl 40 
aufweist. e,n weiteres Halbleiter-Subslrat fnbringen S 
Sach SVaf ? Wafe££" 
entfernt ^''d das ursprUngliche Substrat 

iTSh T^''''^'"8hierbeiist jedoch. dassbeimWaferbon- 45 
den hohe Ten.peraturen und vor alleni ein hoher Anpress- 
druck tenotigt wird. Dadurch werden im Wafer hohe me- 
sSZ "™"8t und die Iichten,i,tie,^nden 

c^"/*^^"^EE Photonics Technology Letters Vol 
10. No. 8, August 1998, page 1061; Grabhii M. und^- 
d re. Bottom-Emitting VCSEL's for High-CW Optical Om- 55 
put Power^ ,st e.n Aufbau bekannt. bei dem auf einem GaAs- 

^f befindet s.ch e.ne Lotschicht. Hier istdas Bauteil an eine 
Wannesenke angelotet, welche aus einer Schicht Diaman! 
fnlp,""K ^''Z*" Strahlungs u"^rer 60 
S^L'! ■'^ CaAs-Substrat. Die lichtempfindUchen 
f^^^ J't "^'^ Lotschich, eingebettet. 

K d.«H ^.'^V'^'""" "'''"^ Aufbau da- 

durch, dass der Aufbau sehr hoch ist und rnechanische Soan 
nungen arn Halbleiter beim Verloten in die W^mesenke ds 
t'waftf irrJ t""^ " Seitenwanden auftreterund 



I ,0^:^"' Letters, Vol. 33 No 13 19">" 
June 1997. page 1148-1149; Ma.suo, S. und a^dere- 'lise of 
poly.tn.de bonding for hybrid integration of a ven cal cavity 
surface em.tt.ng laser on a silicon substraf ist Je cS 
e.ne Laseranordnung offenbart, bei der auf einem GaAs 
Substrat hchtempfindUche Schichten aufgebr^Sndi ^ 
.n Braggreflektoren eingebettet sind. Auf der ober ten Brae 
grenektorsch.cht befindet sich als mechanisches Puf?ef eTn^ 
Poly.m,d-Sch.cht. Mi, dieser Schicht wird ein zusSiches 
S 1 ztum-Substrat. auf dem partiell Goldkontak.e ausgebil! 

Halble ter ganz umg.bt. Spannungen auf diesen ausubt 
dadurch d,e Degradaiipn erhoht. Ein weiterer Nachrril 

tere Kontakt n.cht b.s ganz an die Oberflacbe des Aufbaus 

nenth""f " ""^"l' SiH^um-Subs^t ei 

nen hohen ihermischen Widerstand auf 

[OOlOJ Aufgabe der Erfindung ist es daher. ein Verfahren 

der emgangs genannten Art aufzuzeigen, mit dem s!^h 

lungsem..aerende flache. degradationlar^e HalbteiS: 

ordnungen hergestellt werden konnen, die sowohl ei^e hohe 

w2;Se"atr 1 "-h^-'-gsbetrS e ne gut 

Wanneabfuhr aufwe.sen und mit dem eine kostengunstige 
Herstellung gewahrleistet ist. "«uniuge 
[0011] Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
Merkmale un Kennzeichen des Patenfanspr^hs 1 gelost 
H.erbe. w,rd ein Verfahren zur Hersteliung^^n s,rL,fun« 
em,tt.erendenHalbleiter.Wafen,offenbar,.terde^iT^^^ 
HalbtrW";' g^^^-hten Eigen;chaften auf dTn 
Halble,ter-Wafer aufgeklebt wird. Der Halblei ter-W^er 
we.st be,m Zusammenkleben noch das ursprung^che S^b 
fj K ''f ""^ TVagersubstrat abgewandten 

Seue befindet. V^r dem Verkleben von Halbleiter-Wrfer und 
Tragersubstrat wird die Oberflacbe an der Oberseite de^eoJ 
taxterten Schicht des Halbleiter-Aufbaus mit eint'ganzff^ 
^i^Sen Oder part.ellen Metallisierung versehen. * 
S 2h T^f: Weiterbildungen der Erfindung etge- 
ben s ch aus den abhangigen Anspruchen. In diesen ^^rdX 
Halble.ter-Aufbau mit einer reflektierenden MeXiSS 
eTn? M ; t""'^ T'^g«"'"bstrat wird an einefseT.^^ 
einer Meta hsterung abgedeckt. Werden die beiden TeHe^ 
tZ '?^'r"""^™"8 miteinander verklebt. so wird S a^ 
th M Sirahlung. die in die obere epitaxierte 

Schicht gelangt. zuruckreflektiert. Auch kann durch dk Me 
talfeierung d,e Ausbildung von den Kontaktflachen vere^^- 
fach werden. «,fern das Tragersubstrat nicht selbst berdu 
meialhsch ,st. Bei einer weitcren Ausbiidung wird als TrF 

lanigKe t A > 1,1 w/K cm msbesondere Keramik Silizi- 

Halbleiter-Bauelemente mit hoheren Stromen betrieben und 
hohere LichUeistungen erzielt werden konnen, ohne dass 
unenvunschte Nebeneffekte wie WeUenlSngenvei^chie- 
bung, Stagnauon der Lichtausbeute und Verringerung der 
Lebensdauer zu erwaiten sind. ^ 
[0013] Die Vorteile der Erfindung sind die einfache und 
kostengunsuge Herstellung flacher. heller und degradations 
armer. strahlungsemittierenderBauelemente, Dadurch. dass 
das Tragersubstrat schon aufgebracht wird, bevor das ur- 
spninghche Substrat entfernt wird, ist der Wafer fiir die Wei 

Pufferschicht w.rd n.cht rnehr benotigt. Auch konnen ftir 
das Tragersubstrat verschiedenste Stoffe ausgeSr wS 
den, unabhangig davon, ob es sich urn einen Leiter. Halblei- 
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ler Oder Isolator handell. Hierbei sind die Eigenschaften wie 
thermische Leilfahigkeil, Strahlungsleiifahigkeil, Reflexi- 
onsvermdgcn des Tragcrsubsiiats und der Vcrbindung zwir 
schen Iragexsubstrat und Fensterschichl so gewahll, dass 
hohere Strahlungsleistungen erzieli wcrden konnen. Auch 
kann durch einen solchen Aufbau die Lebensdaucr der Bau- 
elemenle im Vcrgleich zu ahnlichen Aufbaulen vergroBert 
werden. Gleichfalls kann das Tragcrsubstral flacher aufge- 
baut werden, so dass sich mil diesem Verfahren besonders 
dunne Halbleiierbauelemenle hersiellen lasscn. Insbeson- 
dere erlaubt ein mechanisch stabiles Tragersubstrat eine ge- 
ringere Substratdicke als die bekannten strahlungsemittie- 
renden Dioden auf transparentem GaP-Substrat. Auch kann 
durch den diinneren Substrataufbau der thennische Wider- 
stand des Bauteils signifikant verkleinert werden. 
[0014] Die Erfindung soli nachfolgend anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen und Figuren naher erlaulerl wcrden. Es 
zeigen: 

[0015] Fig. 1 Schichtstxuktur des strahlungsemittierenden 
Halbleiteraufbaus vor der Montage auf einen Isolator 
[0016] Fig. 2a Metallisieren von Halbleiler- Wafer und 
Tragersubstrat 

[0017] Fig. 2b Verkleben von Halbleiter-Wafer und Tra- 
gersubstrat mil leitendem Kleber 

[0018] Fig. 2c Entfemen des urspriinglichen SubsU-ats 
[0019] Fig. 2d Strukturierung des lichtaktiven Teils 
[0020] Fig. 2e Abtrennung der Vorder- und Riickseiten- 
kontakte 

[0021] Fig. 2f Passivierung 

[0022] Fig. 2g Ausbildung der Kontakte 

[0023] Fig. 2h Vereinzeln 

[0024] Fig. 3 Querschnitt durch ein strahlungsemittieren- 
des Halblciterbauelement mil einem nachtraglich aufge- 
brachten Tragersubstrat * 
[0025] Fig, 4 Draufsicht auf ein sLrahlungsemiltierendes 
Halbleiterbauelement mil einem nachtraglich aufgebrachten 
TragersubsUrat 

[0026] Fig. 5 Verkleben von Halbleiter-Wafer und Trager- 
subsU-at mit isoUerendem Kleber 

[0027] Fig. 1 zeigt die SchichtsUruktur des strahlungsemit- 
tierehden Halbleiteraufbaus vor der Montage auf ein Trager- 
subsu-at. Zur Herstellung eines solchen Halbleiteraufbaus 
wird die Struktur mit den photoaktiven Schichten zunachst 
" wie bei konventionellen I^Ds (Licht Emittierende Diode) 
auf ein GaAs-Substrat mittels MOVPE oder eines andeten 
Verfahrens gewachsen. Die Dicke des GaAs-SubsUrats 1 be- 
tragt in etwa 350 pm. Auf dem Subslrat wird nach geeigne- 
ten Zwischenschichten, welche nicht eingezeichnet sind, 
eine sogenannte Stopschicht 2 gewachsen, die spater enn5g- 
lichen soil, das Substrat 1 selektiv von den dariiber gewach- 
senen Schichten 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu entfemen. Die Dicke der 
Stopschicht 2, die aus Alo^sGaAs besteht, betragt ca. 0,5 pm. 
Nachfolgend wird eine hochdotierte, tran spare nte Kontak- 
tierungsschicht 3, insbesondere n-H-Galno^s? gewachsen, 
auf die spater die Kontakte an der strahlungsemittierenden 
Seite aufgebracht werden. Die Dicke dieser Kontaktierungs- 
schicht betragt ca. 0,02 pin. Danach wird eine sogenannte 
"spreading" Schicht 4, die nachfolgend als Stromvertei- 
lungsschicht bezeichnet werden soli, aus hochdotiertem 
n-M-AIofiGalnP aufgebracht, die fur eine gUnstige Suromver- 
teilung sorgt und deren Schichtdicke im Bereich von ca. 
1-2 pm liegt. Darauf wird eine ca. 0,5 pm dicke Mantel- 
schicht 5 aus n+Alo^^GalnP aufgebracht. Die daraufiiegende 
Schicht ist die eigeniliche photoaktive Schicht 6 aus Al- 
GalnP. Auf dieser befindet sich die zweile 0,5 pm dicke 
Mantelschicht 7 aus p-t-Alo,6C5aInP. Dariiber wird als letzte 
Schicht aus technologischen Griinden zur Verbesserung der 
Lichtauskopplung und zur mechanischen Pufferung eine 



Fensterschichl 8 aus p-H-GaP mit cincr Schichtdicke im Be-. 
reich von ca. 3-6 pm gewachsen, auf die spater eine reflek- 
tierende Metallisierung aufgebracht wir4, die gleichzeitig 
den Kontakt zum spater anzubringendcn Tragersubstrat ge- 
5 wahrleistet. Ein Halbleiter-Wafer mit einer solchen Schicht- 
slruktur bildct die Grundlage fiir das in den Fig. 2a-h darge- 
stellte Verfahren. 

[0028] Fig. 2a zeigt das Metallisieren von Halbleiterwafer 
und Tragersubstrat. Es stellt den ersten Schrilt fiir das Ver- 
io fahren zur Herstellung von strahlungsemittierenden Halblei- 
terbauelemenien mit einem gut thermisch leitehden Trager- 
substrat dar. Hierbei wird die Vorderseite eines zweiten Sub- 
strats 9, im folgenden als Tragersubstrat bezeichnet, mit ei- 
ner gut haflenden Metallisierung 10. insbesondere Ti, Pd, 
15 Ag oder Mischungen daraus, versehen. Das Tragersubstrat 
zeichnet sich dadurch aus, dass es beispielsweise eine bes- 
sere thermische Leilfahigkeil als GaP mil X > 1,1 W/K • cm 
aufweist. Auch seine Dicke betragt nur ca. 100 pm. Gleich- 
falls wird die epitaxierte Seite - also die Fensterschichl 8 - 
20 des Halbleiler- Wafers, wie er in Fig. 1 abgebildet ist, mit ei- 
ner reflektiercnden Metallisierung 11, aus beispielsweise 
Au, Zn, Ag, Ge, Ni oder Mischungen daraus, versehen. 
Diese reflektierende Metallisierung 11 hat zwei Aufgaben. 
Zum einen ge wahrleistet sie einen ohmschen Kontakt und 
25 eine hochreflekUerende Flache und zum anderen eignet sie 
sich zum Verkleben mit dem metallisierten Tragersubstrat 

10 unter Verwendung eines geeigneten Klebers wie bei- 
spielsweise Polyiniid oder Silicon. Im Anwendungsbeispiel 
wird ein elekuisch leitender Kleber wie z. B. Ag-gefuUtes 

30 Polyimid verwendet, der^ zusammen mit den Metallisie- 
rungen eine elektrisch leitende Verbindungsschicht bildet, 
dies ist jedoch nicht zwingend der Fall. 
[0029] Fig. 2b zeigt das Verbinden von Halbleiter-Wafer 
und Tragersubstrat. In diesem zweiten Schritt erfolgt das 

35 Verkleben von Tragersubstrat 9 und Fensterschichl 8 des 
Halbleiler- Wafers, wie er in Fig. 1 abgebildet ist, an den bei- 
den metallisierten Seilen 10 und 11. Dieser Prozess soil bei 
niedrigen Driicken und niedrigen Temperaturen erfolgen, 
urn mogiichst wenig Spannung zu induzieren. Die Kleber- 

40 schicht 13 verbindet den metallisierten Halbleiter-Wafer 
und das neue Tragersubstrat 9. In diesem Anwendungsbei- 
spiel wird als Kleber Ag-gefuUtes Polyimid verwendet. Die- 
ser Klebstoff ist leitfahig und nicht transparent. 
[0030] Danach wird, wie in Fig. 2c dargestellt, das bishe- 

45 rige GaAs-Substrat 1 selektiv bis zur Atzstopschicht 2 enl- 
femt. Durch die Entfemung der Atzstopschicht 2 wird die 
hochdotierte Kontaktschicht 3 freigelegt. Der dabei entstan- 
dene neue Wafer besteht jetzt aus einem Trager 9, der eine 
sehr gute thennische Leilfahigkeil aufweist, einer Kleber- 

50 schicht 13, die zwischen zwei Metallisierungsschichten 10, 

11 angeordnet ist und einem strahlungsemittierenden Halb- 
leiieraufbau 12. Der strahlungsemittierende Halbleiterauf- 
bau 12 wiederum selzt sich zusammen aus einer Fenster- 
schichl 8 aus p-H-GaP mit einer Schichtdicke im Bereich 

55 von ca. 3-6 pm. Auf dieser befindet sich eine 0,5 pm dicke 
Mantelschicht 7 aus p+Alo,6GaIiiP. Die daraufiiegende 
Schicht ist die eigeniliche photoaktive Schicht 6 aus Al- 
GalnP. Darauf ist eine weitere ca. 0,5 pm dicke Mantel- 
schicht 5 aus n+Alo,6CjaInP vorhanden. Nach dieser ist die 

60 Slromverteilungsschicht 4 aus hochdotiertem 
n-H-Alo.eGalnP angeordnet, die fiir eine gunslige Stromver- 
teilung sorgt und deren Schichtdicke im Bereich von ca. 
1-2 pm liegt. Ganz oben befindet sich jetzt die hochdotierte, 
Lransparente Kontaktierungsschicht 3, insbesondere aus 

65 n-H-GaIno.25P. Die Dicke dieser Kontaktierungsschicht be- 
tragt ca. 0,02 pm. 

[0031] Im nachfolgenden vierten Schritt, wie in Fig. 2d 
dargestellt, wird durch eine MesaStzung die aklive Rache 
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eraufbau 12 ,nu alien Schiclnen (3, 4, 5, 6. 7, «) wird Dar- 
sc le leiitahige Kleberschichi 13 und die darubcr anseord- 
fur dds spaiere Bonden des Bauetemcnts nicht geeignet sind 

Sail", "lif verbleibende strahlungfemfttier^nde 
Halbleiieraufbau 12 stnikturien und die aktive Flache d^ 

Einzelbauelemenle 21 festgelcgt. 
C t '"-^f ^^hemalisch dargestell.e Atzung .0 
fuhrt zurgalvanjschen Trennung von Vorderseiten- 14 und 
Rucl«e. enkontakl 15. Hierbei wird die MetallisierunTs 
sch,cht 10 durchsuukturiert, das heiBt die MetaU s eX 

su-at 9 abge^ragen. D,e verbleibende Metallisierung 10 bil- 15 
det d.e unelasLschen Konlak.flachen fur den Vbrder- 14 und 
Ruckse.tenkomakt 15 aus. Auch werdcn in diesem Schnu 
Trennungsspalten 19 fur die spatere Ven^inzelunreTnget" 
[0033] In F.g. 2f wird die Passivierungsschichl 16 auSe 
bracbt Dabe. winl der Graben zwischen Vorde seL„ M 
Sc^e 0""^"^'°"'^''' ''^^ Metallisierung 0 u„d die 
Se,^„nache des strahlungsemitUerendcn Halbieiterauftaus 
inS^^"^- ^'^'fbfalls wird rahmenformig um die otere 
Kontekuerungsschicht3herumpassiviert 
hi!?f1l V die Metallisierung zur Herstel- 25 

lung der Kontakte 17. 20, an denen das spSllr vereiSe 
Bautetl an e.ne Schaltung angeschlossen werden k^n 
gesanjte metallische Vorderseitenkontakt verSt d« 
Oberflache, auf der er fingerformig IS angeordnet bTem- 
angder Pass,v,erungsschichtl6bishinzurTragerM- 30 
sierung 10, wo er den Vorderseitenkontakt 20 auf d" Vo 

?ar2o'?°"'f '"1'^'" " A- VordeTeSnk^n 

^k 20 kann das Bauteil elektrisch verbunden werden Die 
Metalhsierungep kfinnen unter anderem mittels Lift-Sff! 
Verfahren realisiert wetden 

[003SJ In Fig. 2h erfolgt als letzter Schritt die Vereinze- 
lung der su-a^,lungsenuttierenden Halbleiterbauelen^^mL 2! 
Hierbe. wurd das Tragersubstrat 9 am Spalt 19 duS„n; 
und dam,, die letz.en Verbindungss.Ucke von BaTeWn 
21 zu Bauelement 21 abgetrennt "cicmeni 
[0036] Fig. 3 zeigt den Querschnitt durch ein strahtunp* ^ 
enutferendes Halblei.erbauelement 21 mit ei^en. le^^t 
gut leuenden Tragersubstrat 9. Auf der UnterseTte bSS 
s,ch das Tragersubstrat 9. welches eine im VeSich zut 
GaP^ubstrat hShere themusche Leitfahigkeit Y > 45 
11 W/K ■ cm aufweist. Als Matcrialien fUr das Tragersub- 
strat 9 «gnen sich besonders Keramik, Saphir (Al?o!) und 
S.hza;mcarb.d (SiC) mit Werten inf B^feS von 

■ Tu'" ^ Y"^ ■ Tragersubstrat 9 hat in dTe- 

sern Ausfuhnjngsbeispiel eine Dicke von 100 Mm und ist 50 

^'•^''^-hich. 13, dl das tI 
hZTrZl f" ^tr^niungsemittierenden Halbleiterauf- 
bau 12 mitemander verb.ndet. Die MetaUisierung 11 ist re- 
in w 7m ■ '° ''T ''^ strahlungsfmitoW 
den Halbleueraufbau 12 in diesen zuruckRsflektiertw ri und « 
mcht im Falle eines absorbierenden TrSgersubs Jlt^ P Je^ 
Klebers dort verloren geht. Auch ist die TVagemietallSe 
rung 10 auf dem Tragersubstrat 9 in zwei TeSche rf" 
gete.lt^Der erne bildet die Vorderseitenkontaktflarhe 14 und 

Auf de T '"1" '"^ ^"ckseitenkontaktfiSe 15 a" «> 
Auf der Ruckseaenkontaktflache ist der strahlungsemittie- 
rende Halbleuerauftau 12 angeordnet. Dieser besX™"^ 

Ze^TiTT? T ^>"- schichtdicke r; 

Si^de thi^hr -^h'"'' ' T P"^'<'-««^"P- Die darauf! 65 
auf AlJalnP n f e-genlliche photoakUve Schicht 6 
aus A GalnP. Darauf ist erne weitere ca. 0,5 um dicke Man 
lelsch.cht 5 aus n+Alo^GalnP vorhanden. Ztt^Z 



r(fr% ."-"esschicht 3, insbeso dere 
ir^t cfof?' °"=i^'"'«'^''''''^Kontaktierungsschicht3 be- 
iragt ca 0,02 ^.m. Der strahlungscmittierende Halbleiterauf 
b u 12 ,st von einer Passivierungsschichl 16 umgeb n die 
auch rahmenformig die Oberllache der KontakS'no 
schicln 3 umschlieOt und im Graben zwischen VorderSn 
net?. ""'^ Rackseitenkon.aktflache iTareord-" 

S c;e lf/,?^r"''"'n "'^" ''^^ 
nacne 15 der Tragermetallisierung 10 wird eine weitete Me 

Jhsterung aufgebracht, die dann den RuckseitenkSkfl" 
des Baue ements darstelit. Die Bezeichnung Ruckseitenkon 
ak 7 w.rd deshalb gewahlt, weil sie mit derSSte de" 
rahlungsemm-erenden Halbleiteraufbaus 12 verbundenTs 
ellcms 2^^ ff" ^l-Rflckseitedes gesaSBau- 
elemenis 21 befindet. Der Vorderseitenkontakt 20 wird an 
der gegenuberUegenden Seite gleichfalls durch eine Mefalh" 
s.erung ausgebildet. Diese Metallisierung verlauft entS^L 

lU an der Seite hmauf entlang der Passivierung und dann 
oben von der PaJsivierungsschicht fingerf6rmi?18 auf der 
f^^'^^Jl'^^' 3 des Halbleiteraufbaus 12 ^ 
[0037] F,g 4 zeigt die Draufsicht auf ein strahlongsemit- 
uerendes Halbleuerbauelement mit einem thermiS*^^^^^^^^ 
Ahf.H ^'^e^^"''^'^^^ Hi«r befindet sich in der Mkteder 
Abb,ldung d,e Kontaktierungsschicht 3 des strahiuTg^nJ" 
tierenden Halbleiteraufbaus 12 In diese W^t,:: 
sc^^htrag^d^^^ 

^kts 20. Die fingerfbrraige Anoidnung dient hierbei zur 
Verteilung der Stromdichte und EAohung der sSlunSs- 
sTch de p -^t^"""'!'' ^^''^tenkontakts 20 beSet 
sctSS^ ^•'%"~°"'^'*^''*^''"^'^^«--Abbildungnk 
s chtbar uber die TVagermetailisierung 10 rnit der RucE 

leiteraufbai^s 12, verbunden ist. Vorderseiten- 20 und Ruck 

Tl S L'-'.'""' n^^ das BaSemem 

21. Auch IS be. dieser DarsteUung die PassivierungsscWch 
16 dargestelJt, d,e zwischen den Kontakten 17, 20 undS 
strahlungsemutierenden Halbleiteraufbaus 12 ai^gTOrfnettt 
und d.e auf der MetaUisierung 10 des Tragersu'Sfa^g:' 

iSrFil'^^h A '^L k" Anwendungsbeispiel ana- 

TrLersSt?' a m'.' ^^^riit der mi. dem 

d~iU h""'"!.'''' Halbleiter-Wafer 
aarges eUt Jedoch wurde in diesem AnwendunEsbeisoiel 
kern leitfahiger Kleber 13. sondem ein isoliereS tie b f 

ucs riaiDie,.v.ouiui.ui nicni leitend, so dass der elektri-sch*. 
Kontakt von einer daminterliegenden Schich 7 tSsfe! 
fiihrt werden muss. Aus diesem Grxind weist die ObeSe 
der obersten Schicht 22 Kerben 23 auf d c sich b^Tn 
nachstgelegene Schicht 7 erstrecken. D e paSleXTuifu 
s.erung 11 auf der Oberflache an der OberS lZ isT^erJ^" 
angebracht, dass sie die Kerben 23 ausfUllt und SerS 

?ei;ttSe"nS^S-^i'/^^^^^^^ 

Komakt zur Tragermetallisierung 10, die spater die Kontakt 
flachen ausb.lde^ und zum anderen die KlebeveSndunp 13 
zwischen dem Halbleiteraufbau und dem Trai ubsZ 9 
2h"''t ""'- Tragersubstrat absofS„rso 

0S91 A fr"'\"t™"«^'^«^'"^^^^''dsein. ' 
0039] Auch kann als Tragersubstrat nicht nur Kunsistoff 
Olas. Keramik oder ein Halbleiter verwendet werdcn 
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dem es konnle auch cin Melall Verwendung finden. Ein der- 
arliges Tragersubsirat niussle dann nicht noch zusalzlich 
nieiallisierl werden, um spater die Konlaktflachen auszubil- 
den. ; ' 

Palentanspriiche 



1. Verfahren zur Herstellung von slralilungsemiltie- 
renden Halbleiter-Wafern, bei dem zuerst auf einem 
Halbleiter-Substrat (1) mehrcre Schichlcn (2, 3, 4» 5, 6, lO 
7, 8) epitaxiert werden, auf der obersten epitaxierten 
Schicht (8) ein Tragersubsirat (9) angeordnet and an- 
schlieBend das Halbleiter-Subsiral (1) entfernt wird, 
dadurch gckcnnzeichnet, dass 

- vor dem Verbinden der oberslen Schicht (8) mit 15 
dem Tragersubsirat (9) auf der Oberflache der 
obersten Schicht (8) eine zumindest partielle Me- 
tallisierung (11) aufgebrachl wird und 

- diese zumindest partiell metalUsierte oberste 
Schicht (8) mit dem Tragersubsirat (9) zumindest 20 
partiell verkiebt wird. 

2. Verfahren zur Herstellung von slrahlungsemittie- 
renden Halbleiter-Wafem nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf die Oberflache der Oberseite 
(8) eine reflektierende Metallisierung (11) aufgebrachl 25 
wird. 

3. Verfahren zur Herstellung von slrahlungsemittie- 
renden Halbleiter-Wafern nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass vor dem Verkleben mit der 
obersten Schicht (8) auf die der oberslen Schicht (8) 30 
zugewandten Oberflache des Tragersubstrats (9) eine 
Metallisierung (10) aufgebrachl wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Tragersubsirat (9) ver- 
wendet wird, dessen thermische Leilfahigkeit groBer 35 
isl als die von GaP mit 1,1 W/K • cm. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Tragersubsirat (9) aus 
Siliziumcarbid, Saphir oder Keramik verwendet wird. 

6. Zweipoliges. strahlungsemiltierendes Halbleiter- 40 
bauelemenl hergeslellt, gemaB des Verfahrens nach Pa- 
tentanspruch 1, bestehend aus dem Tragersubsirat (9) 
und einem Halbleileraufbau (12), dadurch gekenn- 
zeichnet, dass auf der Metallisierung (10, 11) zwischen 
dem Tragersubsirat und dem Halbleileraufbau (12) zu- 45 
mindesl ein Pol (17, 20) ausgebildet ist. 
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